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Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia.
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(a) Lul,ciskan satu JFET saluran - n dengan dua elektrod get berstmetri.

Tunjukkan arus-ams dan bateri-batert pincangan AT serta bentuk

lapisan susutan apabila voltan pincang songsang get - sumber ialah

kecil. Lukiskan satu raJah berasingan bagi menunJukkan kesan

ke atas lapisan susutan dt atas apabila voltan pincang songsang

get - sumber ialah besar. Berikan penJelasan ringkas mengenai

lapisan susutan pada kedua-dua tahap pincangan ini.

(5Oo/o)

(b) Lukiskan satu litar ujikaji makmal untuk mendapatkan clri-ciri
salir FET pada satu set arus voltan pincang get - sumber. Tandakan

dengan jelas semua peralatan makmal yang digunakan dan arah

arus-arus serta polariti voltan pada terminal-terminal.

( loolo)

(c) suatu ujian ke atas satu FET mendapatt nilai Ip55 = 2mA dan

transkealiran gmo - 2OOO pmho. Sekiranya satu perlntang beban

bernilai 1ok0 dipilih dalam konfigurasi sumber - sepunya, tentukan

faktor gandaan apabila nilai CS ialah (l) - t.O volt dan (ii) O volt.

(4oo/ol

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan JFET sebagai satu peranti

teroperasi voltan dan kenapa ia Juga dikenali sebagai peranti

uni - kutub?.

8U/al

(b) Takri-fkan transkealiran €m bagi sesuatu FET. Seterusnya, dengan

menggunakan samada ciri-pindah atau persamaan, tunjukkan

bagaimana nilai parameter ini boleh ditentukan. Apakah dta

ciri - pindah suatu FET?
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(c) Dengan menggunakan satu lttar asas seperti raJah 2.1, tunJuld<an

bahawa FET boleh digunakan sebagai penguat voltan. Andaikan

nilai R1 = 6k C), VDD = 20V, Ip = 2mA dan transkealIan gnt = 20OO tts'

Rajah 2.1

(4Oo/ol

Lakarkan 3 litar asas yang boleh digunakan untuk memincang satu

FET. Tunjukkan semua polariti voltan dan arah arus bagi setiap

kes.
(3006)

Perbandingkan antara 3 litar - pincang asas di atas dari sudut

jurang perbezaan antara lo(max) dan lp16ir; dengan menggunakan

lakaran ciri - plndah dan garis beban bagi setiap satu kes'

(300/6)
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Rekabentuk satu litar pincang 'pembahagi-upaya' untuk

mendapatkan nilai arus sallr. Io = 1'5mA dan voltan salir sumber

VDS = 9V. Voltan sumber, VDD= 22Y dan FET ini mempunyai ciri

pindah sepertl dalam rajah 3.1.
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Lakarkan satu litar suis bagi 'direct-coupled' MoSFET jenis

tertambah dan tunJulckan semua polariti voltan dan arah arus serta

bentuk voltan pada termtnal kemasukkan dan keluaran. Terangkan

dengan ringkas operasi litar pensuisan ini.

(3Oo/al

Rekabentuk satu litar MOSFET seperti rajah 4.1 untuk mempunyai

Iofmax) = 7.}rrtA dan Vp51-in) = 8V. Voltan supply - 22Y da11

ciri - pindah untuk peranti ini ialah seperti gambaraJah 4'2'

-4-

(c)

(a)4.

(b)
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Buat anaiisa atas litar yang direkabentuk dalam

menentukan nilai-nilai voltan dan arus makslma

IEEE 2151

(b) di atas untuk
dan minima.
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Rqjah a.2
(3Oolo)

Satu jenis MOSFET yang popular di dalam pembil'rinan litar

sepadu ialah CMOS atau pelengkap MOSFET' Dengan bantuan

gambaran dan lengkungan yang sesuai tunjukkan sifat

'pelengkapan' dalam membincangkan operasi peranti ini'

Kenapakah peranti ini jadi po$ular dalam litar pensuisan sepadu'
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(b) Untuk litar penguat

voltan AU.

vi --t

MOSFET tersebut di bawah. cari

+VOD = l6iV

RD

2.lk()
Vp = -4V

IDSS= 12mA

Rsr lrooct)
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{5oolo)

(a) Lakarkan, tidak mengikut skala, ciri-ciri salir JFET saluran - n
yang diperolehi dari satu ujikaJi. Namakan kawasan-kawasan

operasi berlainan pada ciri-ciri itu dan terangkan secara ringkas

kepentingan kawasan-kawasan ini.
(4Oo/o)

(b) Tentukan tittk operasi bagi satu penguat JFET saluran - n sepertl

rajah 6.1.
+Vpp= |$f
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Vp = -6v
Ioss = SmA
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